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論    文    の    要    旨 
 審査対象論文は、最先端半導体集積回路におけるストレスマイグレーション Cu配線故障に関する問題
に、劣化機構解明の観点から、低温の室温長時間放置試料に対する評価・解析に基づき、検証および
劣化モデルを提案したものである。第 1 章での序論に続き、第 2 章で本研究の目的を述べている。さら
に、第 3 章では、加速試験温度領域での試験結果、第 4 章では室温長時間放置試料の物理的評価に
ついての実験結果をまとめ、モデル構築へとつなげている。第 5 章では、研究結果に基づき、高信頼化
に向けた対策を議論している。 
 第 1 章では、IoT あるいは AI といった応用技術のすさまじい発展に伴い、それを実現する半導体集積
回路の高密度化・高信頼化が必須であり、特に配線では、エレクトロマイグレーションとストレスマイグレー
ションによる故障を解決することに注力されている実情を、いくつかの報告例を参考に論じている。 
 第 2 章では、ストレスマイグレーション故障の統計的特長および提案されているモデルを紹介するととも
に、それらのモデルにおいて、検証が不足し、更なる高信頼化に向けて、検証しておくべき点を指摘し、
研究目的を示している。 




























審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 本論文では、加速試験と低温長時間試験における故障解析と、配線応力解析および応力シミュレーシ
ョンを融合させている。また、主に Cap 膜と Cu 配線の熱膨張係数差に起因する引っ張り応力あるいは応
力勾配が、原子空孔の移動(拡散)を加速することに因り、ボイド発生を加速するという推測を実験的に明
らかにしたものである。また、空格子点の密度解析から、配線の高信頼化の道筋を明らかにしている。 























 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
